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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成22年4月2日(2010.4.2)

【公開番号】特開2008-205330(P2008-205330A)
【公開日】平成20年9月4日(2008.9.4)
【年通号数】公開・登録公報2008-035
【出願番号】特願2007-41683(P2007-41683)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/8247   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/115    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/788    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/792    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/10     (2006.01)
   Ｇ１１Ｃ  16/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１３Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１８Ｄ
   Ｈ０１Ｌ  27/10    ４３４　
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ３７１　
   Ｈ０１Ｌ  27/10    ４８１　
   Ｇ１１Ｃ  17/00    ６２２Ｃ
   Ｇ１１Ｃ  17/00    ６２３Ａ
   Ｇ１１Ｃ  17/00    ６２２Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成22年2月11日(2010.2.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁表面を有する基板上に設けられたメモリセルアレイ及び駆動回路部を含むメモリを
有し、
　前記メモリセルアレイは、第１のゲート電極層、第１のソース領域及び第１のドレイン
領域を含む第１の半導体層、並びに第１のゲート絶縁層を含む第１の薄膜トランジスタを
有し、
　前記駆動回路部は、第２のゲート電極層、第２のソース領域及び第２のドレイン領域を
含み前記第１の半導体層より膜厚の薄い第２の半導体層、並びに第２のゲート絶縁層を含
む第２の薄膜トランジスタを有することを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　絶縁表面を有する基板上に設けられたメモリセルアレイ及び駆動回路部を含むメモリを
有し、
　前記メモリセルアレイは、第１のゲート電極層、第１のソース領域及び第１のドレイン
領域を含む第１の半導体層、並びに第１のゲート絶縁層を含む第１の薄膜トランジスタを
有し、
　前記駆動回路部は、第２のゲート電極層、第２のソース領域及び第２のドレイン領域を
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含み前記第１の半導体層より膜厚の薄い第２の半導体層、並びに前記第１のゲート絶縁層
より膜厚の薄い第２のゲート絶縁層を含む第２の薄膜トランジスタを有することを特徴と
する半導体装置。
【請求項３】
　絶縁表面を有する基板上に設けられたメモリセルアレイ及び駆動回路部を含むメモリを
有し、
　前記メモリセルアレイは、第１のゲート電極層、第１のソース領域及び第１のドレイン
領域を含む第１の半導体層、並びに第１のゲート絶縁層を含む第１の薄膜トランジスタを
有し、
　前記駆動回路部は、第２のゲート電極層、第２のソース領域及び第２のドレイン領域を
含み前記第１の半導体層より膜厚の薄い第２の半導体層、並びに第２のゲート絶縁層を含
む第２の薄膜トランジスタを有し、
　前記第１のゲート電極層及び前記第２のゲート電極層の側面にサイドウォール構造の絶
縁層が設けられていることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　絶縁表面を有する基板上に設けられたメモリセルアレイ及び駆動回路部を含むメモリを
有し、
　前記メモリセルアレイは、第１のゲート電極層、第１のソース領域及び第１のドレイン
領域を含む第１の半導体層、並びに第１のゲート絶縁層を含む第１の薄膜トランジスタを
有し、
　前記駆動回路部は、第２のゲート電極層、第２のソース領域及び第２のドレイン領域を
含み前記第１の半導体層より膜厚の薄い第２の半導体層、並びに前記第１のゲート絶縁層
より膜厚の薄い第２のゲート絶縁層を含む第２の薄膜トランジスタを有し、
　前記第１のゲート電極層及び前記第２のゲート電極層の側面にサイドウォール構造の絶
縁層が設けられていることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　絶縁表面を有する基板上に設けられたメモリセルアレイ及び駆動回路部を含むメモリを
有し、
　前記メモリセルアレイは、第１のゲート電極層、第１のソース領域及び第１のドレイン
領域を含む第１の半導体層、並びに第１のゲート絶縁層を含む第１の薄膜トランジスタを
有し、
　前記駆動回路部は、第２のゲート電極層、第２のソース領域及び第２のドレイン領域を
含み前記第１の半導体層より膜厚の薄い第２の半導体層、並びに第２のゲート絶縁層を含
む第２の薄膜トランジスタを有し、
　前記第１のゲート電極層及び前記第２のゲート電極層の側面にサイドウォール構造の絶
縁層と、
　前記第１のソース領域、前記第１のドレイン領域、前記第２のソース領域、及び前記第
２のドレイン領域の表面にシリサイドとが設けられていることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　絶縁表面を有する基板上に設けられたメモリセルアレイ及び駆動回路部を含むメモリを
有し、
　前記メモリセルアレイは、第１のゲート電極層、第１のソース領域及び第１のドレイン
領域を含む第１の半導体層、並びに第１のゲート絶縁層を含む第１の薄膜トランジスタを
有し、
　前記駆動回路部は、第２のゲート電極層、第２のソース領域及び第２のドレイン領域を
含み前記第１の半導体層より膜厚の薄い第２の半導体層、並びに前記第１のゲート絶縁層
より膜厚の薄い第２のゲート絶縁層を含む第２の薄膜トランジスタを有し、
　前記第１のゲート電極層及び前記第２のゲート電極層の側面にサイドウォール構造の絶
縁層と、
　前記第１のソース領域、前記第１のドレイン領域、前記第２のソース領域、及び前記第
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２のドレイン領域の表面にシリサイドとが設けられていることを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一項において、前記第１の半導体層及び前記第２の半導体層
は側面にサイドウォール構造の絶縁層を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか一項において、前記メモリは昇圧回路を有し、
　前記昇圧回路は、第３のゲート電極層、第３のソース領域及び第３のドレイン領域を含
み前記第２の半導体層より膜厚の厚い第３の半導体層、並びに第３のゲート絶縁層を含む
第３の薄膜トランジスタを有することを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　請求項１乃至７のいずれか一項において、前記絶縁表面を有する基板上に電源回路を有
し、
前記電源回路は、第３のゲート電極層、第３のソース領域及び第３のドレイン領域を含み
前記第２の半導体層より膜厚の厚い第３の半導体層、並びに第３のゲート絶縁層を含む第
３の薄膜トランジスタを有することを特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか一項において、前記絶縁表面を有する基板上に、ｐ型を付与
する不純物元素が添加された絶縁層を有し、前記第１の薄膜トランジスタおよび前記第２
の薄膜トランジスタは前記ｐ型を付与する不純物元素が添加された絶縁層上に設けられて
いることを特徴とする半導体装置。
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